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1. はじめに 

大きい抵抗温度係数(TCR)を得られる二酸化バナジウム(VO2)膜はボロメータの検知部素材とし

て用いられている。しかし、相転移温度が約 68℃と高く、ヒステリシスが存在する等の問題があ

る。これまでの研究では、タングステン(W)とニオブ(Nb)をドープすることで相転移温度の低下は

確認できたが[1]、ヒステリシスの抑制は再現性に乏しく、試料によってまちまちであった。 

本研究では、W, Nb に加えて、ヒステリシスの抑制が期待できるモリブデン(Mo)[2]のドープも検

討して、相転移温度を室温付近へシフトさせ、室温の TCRを大きくし、ヒステリシスを抑制する

ことによる性能向上を目指す。 

本報告では、最大 TCR、室温(25℃)TCR、相転移温度、ヒステリシスを求め、Nb, W, Moの電気

的特性のドープ量依存性を調べ、赤外線センサ材料に最適なドープ量を検討した。 

2. 実験方法 

原料となる金属アルコキシド溶液は、VO(OCH2CH2CH3)3, W(OC2H5)6, Nb(OC2H5)5 または

Mo(OC2H5)5を溶媒 1-ブタノール, 2-メトキシエタノール, アセチルアセトンに投入して調製した。

この溶液を SiO2膜付 Si基板上にスピンコートし、100℃の炉で乾燥, 600℃の炉で仮焼成した。膜

上に Al電極を形成し、昇温と降温 1サイクルの電流値を測定し、抵抗率-温度特性を求めた。 

3. 結果 

Mo0.8%×W0.8%範囲で 0.4%ごとに変化させ

て試料を作製し、抵抗率-温度特性を測定した。

横軸に Mo、縦軸に W のドープ量とし、ドープ

量依存性図を図 1に示す。図 1より、Mo よりも

W の方が低温側へシフトさせる効果が大きいと

わかった。 
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図 1 相転移温度のドープ量依存性 
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